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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置

(57)【要約】
【課題】  各表示画素領域毎に、保持容量、保持容量
線、電源線及び電流供給用ＴＦＴを配置することなく高
精細化を可能とし、また、開口率を向上させたＥＬ表示
装置を得ることを目的とする。
【解決手段】  絶縁性基板１０上であって、スイッチン
グＴＦＴＴＲ１、有機ＥＬ素子９０を備えた表示画素２
００と、水平側シフトレジスタ６３との間に、ビデオ信
号線６２のビデオ信号をサンプリングするサンプリング
トランジスタＳＰと、保持容量６０１，６０２及びトラ
ンジスタＴＲ４からなるラインメモリＬＭと、電源線９
５からの電流をＥＬ素子９０に供給するＥＬ素子駆動用
ＴＦＴＴＲ２と、出力制御スイッチング素子ＴＲ５とが
備えられているので、各表示画素には、スイッチングＴ
ＦＴＴＲ１及び有機ＥＬ素子９０を配置すればよく、表
示画素が高精細化された場合にも設計に余裕ができると
ともに、表示画素の開口率を向上できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  互いに交差した複数のゲート信号線及び
複数のドレイン信号線の交差部近傍に、前記両信号線に
接続されたスイッチング素子、及び該スイッチング素子
に接続されたエレクトロルミネッセンス素子を備えた表
示画素がマトリクス状に配置された表示画素部と、
前記ドレイン信号線にドレイン信号を供給するドレイン
ドライバ、及び前記ゲート信号線にゲート信号を供給す
るゲートドライバからなり、前記表示画素部の周辺に配
置された周辺駆動回路部と、を備えており、
前記ドレインドライバにはシフトレジスタを備えてお
り、前記各ドレイン信号線に対応して、前記シフトレジ
スタと前記表示画素部との間に前記エレクトロルミネッ
センス素子に供給する電流を制御する電流供給用薄膜ト
ランジスタを備えたことを特徴とするエレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項２】  前記シフトレジスタと前記電流供給用薄
膜トランジスタとの間に、前記各ドレイン信号線に対応
して、容量素子及び薄膜トランジスタからなるラインメ
モリが備えられていることを特徴とする請求項１に記載
のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】  前記各電流供給用薄膜トランジスタのチ
ャネル長方向は、互いに同一方向に配置されていること
を特徴とする請求項１又は２に記載のエレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項４】  前記エレクトロルミネッセンス素子に電
流を供給する電源線が前記シフトレジスタと前記表示画
素部との間に配置されていることを特徴とする請求項１
乃至３のうちいずれか１項に記載のエレクトロルミネッ
センス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ
（Thin Film Transistor：以下、「ＴＦＴ」と称す
る。）を備えたエレクトロルミネッセンス（Elecrolumi
nescence、以下、「ＥＬ」と称する。）表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】近年、ＥＬ表示装置は携帯可能な表示装
置、例えば携帯用テレビ、携帯電話等が市場ニーズとし
て要求されており、それに応じて小型化、軽量化、省消
費電力化の要求に対応すべく研究開発も盛んである。
【０００３】図５に従来のＥＬ表示装置の等価回路図を
示す。なお、同図には、２本のドレイン信号線６１及び
ゲート信号線５１によって形成されている４つの表示画
素領域のみを示している。
【０００４】図５に示すように、ＥＬ表示パネル１００
は絶縁性基板１０上に、ゲート信号を供給するゲートド
ライバ（垂直側ドライバ）５０に接続された複数のゲー
ト信号線５１と、ドレイン信号を供給し水平シフトレジ
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スタ６３及びサンプリングスイッチからなるドレインド
ライバ６０（水平側ドライバ）と、その水平シフトレジ
スタ６３から出力されるサンプリングパルスHSW1,HSW2,
…,HSWnのタイミングに応じてサンプリングトランジス
タＳＰ１，ＳＰ２，…，ＳＰｎがオンし、ビデオ信号線
６２のビデオ信号が供給される複数のドレイン信号線６
１とが配置されている。また、それらの両信号線５１，
６１の交差部近傍には、ゲート１３がゲート信号線５１
に、ドレイン１１ｄがドレイン信号線６１に、ソース１
１ｓが保持容量８５の一方の電極８６及び第２のＴＦＴ
８０のゲートに接続されたスイッチング素子である第１
のＴＦＴ７０と、ゲート８３が第１のＴＦＴ７０のソー
ス１１ｓ及び保持容量８５の一方の電極８６に、ドレイ
ン８１ｄが有機ＥＬ素子９０を駆動するための電流を供
給する電源線９５に、ソース８１ｓが有機ＥＬ素子９０
の陽極９１に接続されたＥＬ素子駆動用の第２のＴＦＴ
８０とを備えている。
【０００５】有機ＥＬ素子９０は、陽極９１上方の層に
設けた陰極９２との間に有機材料から発光層が形成され
ており、供給された電流に応じてその発光層が発光す
る。
【０００６】また、絶縁性基板１０とは別基板の外付け
回路基板６５には、ＥＬパネル駆動用ＬＳＩ６６が設け
られている。
【０００７】この外付け回路基板６５のＥＬパネル駆動
用ＬＳＩ６６からスタート信号がゲートドライバ５０及
びドレインドライバ６０に入力され、また映像信号がビ
デオ線６２に入力される。
【０００８】スタート信号に基づくサンプリング信号に
応じてサンプリングトランジスタＳＰがオンしビデオ信
号線６２のビデオ信号がドレイン信号線６１に供給され
る。また、ゲート信号がゲート信号線５１から各ゲート
電極１３に入力され、各ＴＦＴ７０がオンする。それに
よってＴＦＴ７０を介して、ドレイン信号線６１に供給
されたドレイン信号が第２のＴＦＴ８０に印加される。
それと同時に、第２のＴＦＴ８０に印加された電圧を１
フィールド期間保持するために保持容量８５にもドレイ
ン信号がＴＦＴ７０を介して印加される。有機ＥＬ素子
は発光時間が極めて短時間であることから、電圧を１フ
ィールド期間保持するために各表示画素毎に保持容量８
５を設けている。この保持容量８５の一方の電極８６は
ＴＦＴ７０のソース１１ｓに接続されており、他方の電
極８７は各表示画素２００（同図中点線の四角で示す）
において各表示画素近傍まで配線された配線９３から共
通の電位Ｖcomが供給されている。
【０００９】第１のＴＦＴ７０を介して供給されたドレ
イン信号が第２のＴＦＴ８０のゲートに供給され、それ
に応じた電流が電源線９５から第２のＴＦＴ８０を介し
て有機ＥＬ素子９０に供給される。その供給された電流
が陽極９１に供給され、その電流に応じて発光層の発光
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材料が発光して有機ＥＬ素子９０が発光して表示を得る
ことができる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上述のよう
に、従来のＥＬ表示装置によれば、各表示画素２００領
域に、ドレイン信号を保持するための保持容量８５及び
保持容量線９３と、ＥＬ素子９０の駆動のための電流を
供給する電源線９５と、ＥＬ素子９０に電流を供給する
電流供給用ＴＦＴ８０とが形成されている。
【００１１】そのため、例えば各表示画素を高精細にす
るためにその面積を小さくする場合には、保持容量、保
持容量線、電源線及び電流供給用ＴＦＴを配置するとな
ると、表示画素面積を小さくした高精細化には限界が生
じてしまうという欠点があった。
【００１２】また、それらを各表示画素内に設けること
により、各表示画素の開口率が小さくなってしまうとい
う欠点も生じていた。
【００１３】そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑み
て為されたものであり、各表示画素領域毎に、保持容
量、保持容量線、電源線及び電流供給用ＴＦＴを配置す
ることなく、高精細化を可能とし、また、開口率を向上
させたＥＬ表示装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明のＥＬ表示装置
は、互いに交差した複数のゲート信号線及び複数のドレ
イン信号線、該両信号線の交差部近傍に前記両信号線に
接続されたスイッチング素子、及び該スイッチング素子
に接続されたＥＬ素子を備えた表示画素がマトリクス状
に配置された表示画素部と、前記ドレイン信号線にドレ
イン信号を供給するドレインドライバ、及び前記ゲート
信号線にゲート信号を供給するゲートドライバからな
り、前記表示画素部の周辺に配置された周辺駆動回路部
と、を備えており、前記ドレインドライバにはシフトレ
ジスタを備えており、前記各ドレイン信号線に対応し
て、前記シフトレジスタと前記表示画素部との間に前記
ＥＬ素子に供給する電流を制御する電流供給用ＴＦＴを
備えたものである。
【００１５】このように、表示画素部と周辺駆動回路と
を備えたＥＬ表示装置において、ドレインドライバの一
構成であるシフトレジスタと表示画素部との間に、各ド
レイン信号線に対応して電流供給用ＴＦＴを配置するこ
とにより、従来のように各表示画素毎に電流供給用ＴＦ
Ｔを配置した場合に比べて、電流供給用ＴＦＴを各ドレ
イン信号線の数だけ配置すれば良くなるため、各表示画
素の開口率が向上できるとともに、電流供給用ＴＦＴの
不良率が低下でき歩留まりを向上することができる。
【００１６】また、従来のようにスペースが狭い表示画
素内に設ける必要が無くなり、表示画素部周辺の広い領
域に形成することができるので、電流供給用ＴＦＴ等の
各回路の設計に余裕ができることになる。
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【００１７】また、本発明のＥＬ表示装置は、上述のＥ
Ｌ表示装置の前記シフトレジスタと前記電流供給用ＴＦ
Ｔとの間に、前記各ドレイン信号線に対応して、容量素
子及びＴＦＴからなるラインメモリが備えられているＥ
Ｌ表示装置である。
【００１８】このように、ドレインドライバの一構成で
あるシフトレジスタと表示画素部との間に、各ドレイン
信号線に対応して、ビデオ信号を保持するためのライン
メモリを配置することにより、各表示画素部毎にドレイ
ン信号を保持するための保持容量を配置することが不要
となるため、表示画素の開口率が向上する。
【００１９】更に、本発明のＥＬ表示装置は、上述のＥ
Ｌ表示装置の前記電流供給用ＴＦＴのチャネル長方向が
同一方向に配置されているＥＬ表示装置である。
【００２０】このように電流供給用ＴＦＴのチャネル長
方向が同一方向になるように配置されているので、その
能動層である非晶質シリコン膜にレーザを照射して多結
晶シリコン膜とした場合に、このレーザを一方向、例え
ば電流供給用ＴＦＴのチャネル長方向と同じ方向の線状
のレーザを照射することにより、均一な多結晶シリコン
膜を得ることができるため、特性の均一な電流供給用Ｔ
ＦＴを得ることができ、それによって各ドレイン信号線
に均一なドレイン信号を供給することができるので、各
表示画素毎の輝度のばらつきを低減することができる。
【００２１】なお、電流供給用ＴＦＴが一直線上に配列
されていると更に同一の強度のレーザにて多結晶化が可
能であることから、例え電流供給用ＴＦＴの能動層に照
射するレーザ光の照度強度にばらつきがあったとして
も、一度の照射により形成されることになるので各ＴＦ
Ｔの能動層に同じ強度のレーザ光照射で多結晶化が行わ
れることになるので均一な粒径であって均一な特性のＴ
ＦＴを形成することができるとともに、輝度むらを低減
した表示を得ることができる。
【００２２】更にまた、本発明のＥＬ表示装置は、上述
のＥＬ表示装置の前記ＥＬ素子に電流を供給する電源線
が前記シフトレジスタと前記表示画素部との間に配置さ
れているＥＬ表示装置である。
【００２３】このようにすることにより、従来のように
ドレイン信号線と並行な方向に各表示画素の近傍に配置
する必要が無くなり、表示画素部における開口部の開口
率を向上させることができるとともに、従来のように電
源線と同時に形成していたドレイン信号線とその形成材
料であるアルミニウム（Ａｌ）が電源線とドレイン信号
線とに跨って残ることによるドレイン信号線と電源線と
の短絡の発生が防止できる。
【００２４】
【発明の実施の形態】本発明のＥＬ表示装置について以
下に説明する。
【００２５】図１に本発明のＥＬ表示装置を有機ＥＬ表
示装置に応用した場合の等価回路図を示す。
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【００２６】図１に示すように、有機ＥＬ表示パネル１
００とは別体の外付け基板６５のＬＳＩ６６各信号に基
づいて、有機ＥＬ表示パネル１００が駆動される。
【００２７】有機ＥＬ表示パネル１００の表示画素領域
の周辺には周辺駆動回路として、ゲート信号を供給する
ゲートドライバ（垂直側ドライバ）５０に接続された複
数のゲート信号線５１が行方向（水平方向）に配置され
ており、ドレイン信号を供給するドレインドライバ（水
平側ドライバ）６０に接続された複数のドレイン信号線
６１が列方向（垂直方向）に配置されている。
【００２８】これらの各信号線に囲まれる表示画素領域
２００（図中、一点鎖線で示す）に、画素ＴＦＴＴＲ１
及び有機ＥＬ素子９０が形成されている。即ち、ゲート
１３がゲート信号線５１に、ドレイン１１ｄがドレイン
信号線６１に、ソース１１ｓが有機ＥＬ素子９０の陽極
９１に接続されたＴＦＴＴＲ１及び有機ＥＬ素子９０が
配置されている。
【００２９】外付け回路基板６５には、各ドライバ５
０，６０をスキャンさせるための信号を供給するＬＳＩ
６６と、データ信号、陰極電圧、各ドライバを駆動する
電圧、及び保持回路を駆動する電圧等を印加する端子６
７とが備えられている。
【００３０】ここで、図２にそのＥＬ表示装置の具体的
な構造を示す平面図を示し、図３に図２のＡ－Ａ線に沿
った表示画素領域近傍の断面図を示し、更に図４に本発
明のＥＬ表示装置の駆動のタイミングチャートを示し、
各図に従って本発明のＥＬ表示装置について説明する。
【００３１】水平側ドライバ、即ちドレインドライバ６
０は、水平側シフトレジスタ６３、サンプリングスイッ
チＳＰ、ラインメモリＬＭ、有機ＥＬ電流供給用薄膜ト
ランジスタＤＴ（ＴＲ２）及び出力制御スイッチＯＰか
らなっている。それぞれが形成されている領域を点線で
囲んでいる。これらは各ドレイン信号線６１に対応して
配置されている。
【００３２】水平側シフトレジスタ６３は、ＬＳＩ６６
からのスタートパルスＳＴＨ等に応じてビデオ信号線６
２のビデオ信号をサンプリングするためのサンプリング
パルスHSW1,HSW2,…,HSWnをサンプリングスイッチＳＰ
に出力する。
【００３３】サンプリングスイッチＳＰは相補型のＴＦ
Ｔからなっている。このサンプリングスイッチＳＰの相
補型ＴＦＴのゲートは、いずれもシフトレジスタ６３に
接続されておりシフトレジスタ６３からのサンプリング
パルスHSW1,HSW2,…,HSWnが入力され、またドレイン
は、ビデオ信号線６２に接続されておりサンプリングパ
ルスHSW1,HSW2,…,HSWnによってこの相補型ＴＦＴがオ
ンしたときにビデオ信号がラインメモリＬＭのｎ型ＴＦ
ＴＴＲ３のドレインに出力されるとともに保持容量６０
１に保持される。
【００３４】また、ラインメモリＬＭは、２つのｎ型Ｔ

6
ＦＴＴＲ３，ＴＲ４と２つの容量６０１，６０２とから
なっており、このラインメモリＬＭの一方のｎ型ＴＦＴ
ＴＲ３のゲートには、反転された反転イネーブル信号
（図中、ＥＮＢバーで表示）が入力される。それによっ
て、保持容量６０１に保持されたビデオ信号がラインメ
モリＬＭの一方のｎ型ＴＦＴＴＲ３を介して容量６０２
及び電流供給用ＴＦＴＴＲ２のゲート２０３に供給され
る。
【００３５】また、ラインメモリＬＭの他方のｎ型ＴＦ
ＴＴＲ４は、そのゲート４０３はＬＳＩ６６に接続され
ておりリセット信号ＲＳＴが入力され、ドレイン４０１
ｄにはリセット電圧ＶRSTが入力され、ソース４０１ｓ
は第２の保持容量６０２，ｎ型ＴＦＴＴＲ３のソース３
０１ｓ及び電流供給用ＴＦＴＴＲ２のゲート２０３に接
続されている。
【００３６】また、有機ＥＬ電流供給用ＴＦＴＴＲ２
は、そのゲート２０３は保持容量６０２及びＴＦＴＴＲ
３のソース３０１ｓに、またドレイン２０１ｄは有機Ｅ
Ｌ素子９０を駆動するための電流を供給するための電源
線９５に、更にソース２０１ｓはＴＦＴＴＲ５のドレイ
ンにそれぞれ接続されたｐ型ＴＦＴからなる。この電源
線９５は、従来のように表示画素内に配置されているの
ではなく、本発明は表示画素とシフトレジスタとの間に
配置されているので、電源線の配置による表示画素が高
精細化に伴う高密度化の妨げになることはない。
【００３７】保持容量６０２のビデオ信号電圧によって
電流供給用ＴＦＴＴＲ２のゲート２０３がオンすると電
源線９５に接続されたドレインから電流がソース２０１
ｓに流れて、その電流が出力制御スイッチＯＰに供給さ
れる。
【００３８】出力制御スイッチＯＰは、相補型のＴＦＴ
ＴＲ５からなっており、この相補型ＴＦＴの一方のｎ型
ＴＦＴのゲートには、正のイネーブル信号（ＥＮＢ）が
入力され、他方のｐ型ＴＦＴのゲートには、正のイネー
ブル信号を反転させた反転イネーブル信号（図中、ＥＮ
Ｂバーで表示）が入力される。正及び反転イネーブル信
号によって、両型のトランジスタは同時にオンし、その
ソースから各ドレイン信号線６１にビデオ信号が供給さ
れることになる。
【００３９】なお、この出力制御スイッチＯＰと、ライ
ンメモリＬＭのＴＦＴＴＲ３とは互いにオン及びオフの
タイミングは逆になっている。それは入力されるイネー
ブル信号のタイミングを出力制御スイッチＯＰとライン
メモリＬＭのＴＦＴとで逆の位相で入力することにより
実現できる。
【００４０】このように、まず、サンプリングパルスHS
W1,HSW2,…,HSWnに応じてサンプリングスイッチＳＰに
よりサンプリングされたビデオ信号は、保持容量６０１
に保持され（M1,M2,…,Mn）、ＴＦＴＴＲ３がオンされ
た期間に、ＴＦＴＴＲ４がオフしていることにより、そ
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7
の保持容量６０１に保持されたビデオ信号は、保持容量
６０２（BM1,BM2,…,BMn）に保持され、次の期間にＴＦ
ＴＴＲ３がオフになった期間に、ＴＦＴＴＲ４がオンに
なることにより、保持容量６０２に保持されたビデオ信
号が電流供給用ＴＦＴＴＲ２をオンにし、電源線９５か
らの電流がＴＦＴＴＲ５を介してドレイン信号線６１に
供給される（DL1,DL2,…,DLn）。このように、ＴＦＴＴ
Ｒ３及びＴＲ５が交互にオン／オフすることにより、順
にビデオ信号がドレイン信号線６１に供給される。
【００４１】そうして、垂直側ドライバ５０からのゲー
ト信号(GATE1,GATE2,…,GATEn)によって素子駆動用ＴＦ
ＴＴＲ１がオンし、有機ＥＬ素子９０にドレイン信号線
６１に応じた電流が流れる。そうすることによって有機
ＥＬ素子が発光する。
【００４２】なお、素子駆動用ＴＦＴＴＲ２の各チャネ
ル長Ｌの方向は同一方向に配置されている。そうするこ
とにより、このチャネル長方向に長軸を有するレーザ光
を照射する際に一度の照射でａ－Ｓｉ膜をｐ－Ｓｉ化す
ることができるので、各ＴＦＴＴＲ２の特性が各素子駆
動用ＴＦＴＴＲ２においてばらつくことがないので、Ｅ
Ｌ素子の発光が均一化できる。例え、レーザ光を走査さ
せて複数回の照射をチャネルに対して施したとしても、
同一方向であって一列に並んで配置されていれば各素子
駆動用ＴＦＴＴＲ２の特性がばらつくことはないのでＥ
Ｌ素子の発光もばらつかないので均一な表示を得ること
ができる。
【００４３】ここで、表示画素部のＴＦＴである素子駆
動用ＴＦＴＴＲ１について説明する。
【００４４】図２に示すように、ゲート信号線５１とド
レイン信号線６１とに囲まれた領域に表示画素が形成さ
れている。両信号線の交差部付近には素子駆動用のＴＦ
ＴＴＲ１が備えられている。
【００４５】図３に示すように、有機ＥＬ表示装置は、
ガラスや合成樹脂などから成る基板又は導電性を有する
基板あるいは半導体基板等の基板１０上に、ＴＦＴＴＲ
１及び有機ＥＬ素子９０を順に積層形成して成る。
【００４６】図３に示すように、石英ガラス、無アルカ
リガラス等からなる絶縁性基板１０上に、ＣＶＤ法等を
用いて成膜した非晶質シリコン膜（ａ－Ｓｉ膜）にエキ
シマレーザ光を照射して多結晶化して、能動層である多
結晶シリコン膜（ｐ－Ｓｉ膜）１１とする。そのｐ－Ｓ
ｉ膜１１上にＳｉＯ

2
膜からなるゲート絶縁膜１２を積

層する。そしてその上に、クロム（Ｃｒ）、モリブデン
（Ｍｏ）などの高融点金属からなるゲート信号線５１を
兼ねたゲート電極１３を形成する。
【００４７】そして、ゲート絶縁膜１２、ゲート電極１
３上の全面には、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ

2
膜の

順に積層された層間絶縁膜１５が形成されており、その
層間絶縁膜１５のドレイン１１ｄに対応して設けたコン
タクトホールを形成し、Ａｌ等の金属を充填したドレイ*
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*ン信号線６１を兼ねたドレイン電極１６が設けられる。
更にドレイン電極１６、ドレイン信号線６１及び層間絶
縁膜１５上の全面に有機樹脂から成り表面を平坦にする
平坦化絶縁膜１７が形成されている。
【００４８】そして、その平坦化絶縁膜１７のソース１
１ｓに対応した位置にコンタクトホールを形成し、この
コンタクトホールを介してソース１１ｓとコンタクトし
たＩＴＯ（Indium Tin Ox ide）から成る透明電極、即
ち有機ＥＬ素子９０の陽極６１を平坦化絶縁膜１７上に
設けている。
【００４９】以下に、有機ＥＬ素子９０の構造について
説明する。
【００５０】有機ＥＬ素子９０は、ＩＴＯ等の透明電極
から成る陽極９１、ＭＴＤＡＴＡ（4,4’,4’’-tris(3
-methylphenylphenylamino)triphenylamine）などから
成る第１ホール輸送層９２、及びＴＰＤ（N,N’-diphen
yl-N,N’-di(3-methylphenyl)-1,1’-biphenyl-4,4’-d
iamine）などからなる第２ホール輸送層９３、キナクリ
ドン（Quinacridone）誘導体を含むＢｅｂｑ

2
（10-ベン

ゾ〔ｈ〕キノリノール－ベリリウム錯体）などから成る
発光層９４及びＢｅｂｑ

2
などから成る電子輸送層９５

からなる発光素子層９６、マグネシウム・インジウム合
金などから成る陰極９７がこの順番で積層形成された構
造である。この有機ＥＬ素子９０によって表示画素を成
している。
【００５１】また有機ＥＬ素子は、陽極から注入された
ホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で
再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子
が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から
光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁基板を介
して外部へ放出されて発光する。
【００５２】
【発明の効果】本発明のＥＬ表示装置によれば、各表示
画素領域毎に、保持容量、保持容量線、電源線及び電流
供給用ＴＦＴを配置することなく高精細化を可能とし、
また開口率を向上させたＥＬ表示装置を得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＥＬ表示装置の等価回路図である。
【図２】本発明のＥＬ表示装置の水平シフトレジスタと
表示画素の間のパターン図である。
【図３】本発明のＥＬ表示装置の断面図である。
【図４】本発明のＥＬ表示装置のタイミングチャートで
ある。
【図５】従来のＥＬ表示装置の等価回路図である。
【符号の説明】
１０            絶縁性基板
１３            ゲート
５０            ゲートドライバ
５１            ゲート信号線
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６０            ドレインドライバ
６１            ドレイン信号線
６２            ビデオ信号線
６３            水平側シフトレジスタ
６６            外付けＬＳＩ
９１            陽極
９７            陰極 *

10
*１００          ＥＬ表示パネル
２００          表示画素
６０１，６０２  容量
ＳＰ            サンプリングトランジスタ
ＴＲ１          スイッチングＴＦＴ
ＴＲ２          ＥＬ素子駆動用ＴＦＴ

【図１】 【図２】

【図３】
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